
耐熱性が強化された3.3mm by 3.3mm PowerPAK® 1212-8Sパッケージ

主なデバイス仕様

お問い合わせ先／マーケティング第3部  Vishayグループ  vishay-pm-sales@nexty-ele.com

ディスクリート半導体、および受動電子部品メーカーの世界最大手のひとつであるVISHAY社は、オン抵抗が4mΩと小さ
い60V低圧パワーMOSFETを発売しました。

VISHAY Intertechnology社
新製品  60V MOSFETを発表、効率性と電力密度を向上、4mΩのRDS（ON）、3.3mm2面積で提供

■ スイッチングトポロジーの効率性と電力密度を向上するよう設計、22.5nCの低いゲー
ト電荷と出力電荷（QOSS）が特長
通常のロジックレベルが60Vデバイスとは異なり、SiSS22DNの標準VGS（th）およびミラー・プ
ラトー電圧は6V以上のゲート駆動電圧回路向けに強化されています。最適なダイナミック特性
を提供することで同期整流アプリケーションでのデッドタイムの短縮化とシュートスルーを防止
します。SiSS22DNの業界最小※のオン抵抗は2番目に良い製品と比べて4.8%低く、最先端の
ロジックデバイスに匹敵します。34.2nCのQOSSは、このクラスで最高のQOSSとオン抵抗の積
（ゼロ電圧スイッチング（ZVS）またはスイッチタンクトポロジー）を採用する電力変換アプリケー
ションでのMOSFETの重要な性能指数のFOMを実現します。また、6mm×5mmによる同様の
ソリューションと比べてPCBスペースが65%削減され、電力密度を向上します。

■ 同社最新のパワーMOSFETプロセスである「TrenchFET Gen IV」技術で製造
（Nチャネル）
最大ドレイン電流は、連続時に90.6A、パルス時に150A。ゲート-ソース間のしきい値電圧は、最
小値が＋2Vで最大値が＋3.6Vです。ゲート駆動電圧が＋6Vを超える回路でのゲート-ソース間
のしきい値電圧とミラープラトー電圧を改善したことで、同期整流用途においてデッドタイムを
短くし、貫通電流の発生を抑えることが可能になります。
全ゲート電荷量は44nC（最大値）。出力電荷量（QOSS）は34.2nC（標準値）と小さくなっていま
す。「QOSSは、同様の製品の中で業界最小※を実現。このためオン抵抗との積である性能指数
（FOM）が良好で、ゼロ電圧スイッチング（ZVS）回路やスイッチタンク回路などに向く」と、言わ
れています。入力容量は1870pF（標準値）、出力容量は565pF（標準値）、帰還容量は29pF（標
準値）、ゲート抵抗は0.85Ω（標準値）です。

■アプリケーション
導通損失とスイッチング損失を同時に最小限に抑えるよう微調整されています。効率性を向上
し、AC/DCおよびDC/DCトポロジーの同期整流、DC/DCコンバータの一次スイッチング、昇降
圧コンバータのハーフブリッジMOSFETパワーステージ、テレコムおよびサーバー電源のOR-
ing機能、パワーツールや産業機器のモーター駆動制御と回路保護、バッテリー管理モジュール
のバッテリー保護と充電等の、電力管理システムビルディングブロックに最適です。
システム、その他エンジンルームでの各種アプリケーション用フィルタリングやDC/DC変換、
モーターやワイパー、パワーミラーや電動シートからのノイズ抑制、HID/LED照明、暖房と換気
送風装置などに最適です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※VISHAY社調べ
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N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
FEATURES
• TrenchFET® Gen IV power MOSFET

• Very low RDS - Qg figure-of-merit (FOM)

• Tuned for the lowest RDS - Qoss FOM

• 100 % Rg and UIS tested

• Material categorization: for definitions of compliance 
please see www.vishay.com/doc?99912

APPLICATIONS
• Synchronous rectification 

• Primary side switch

• DC/DC converter

• Solar micro inverter

• Motor drive switch

• Battery and load switch

• Industrial

Notes
a. Package limited
b. Surface mounted on 1" x 1" FR4 board
c. t = 10 s
d. See solder profile (www.vishay.com/doc?73257). The PowerPAK 1212-8S is a leadless package. The end of the lead terminal is exposed 

copper (not plated) as a result of the singulation process in manufacturing. A solder fillet at the exposed copper tip cannot be guaranteed 
and is not required to ensure adequate bottom side solder interconnection

e. Rework conditions: manual soldering with a soldering iron is not recommended for leadless components
f. Maximum under steady state conditions is 63 °C/W
g. TC = 25 °C

PRODUCT SUMMARY
VDS (V) 60
RDS(on) max. () at VGS = 10 V 0.004
RDS(on) max. () at VGS = 7.5 V 0.005
Qg typ. (nC) 22.5
ID (A) 90.6
Configuration Single

PowerPAK® 1212-8S
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ORDERING INFORMATION
Package PowerPAK 1212-8S
Lead (Pb)-free and halogen-free SiSS22DN-T1-GE3

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA = 25 °C, unless otherwise noted)
PARAMETER SYMBOL LIMIT UNIT

Drain-source voltage VDS 60
V

Gate-source voltage VGS ± 20

Continuous drain current (TJ = 150 °C)

TC = 25 °C

ID

90.6

A

TC = 70 °C 72.5
TA = 25 °C 25 b, c

TA = 70 °C 20 b, c

Pulsed drain current (t = 100 μs) IDM 150

Continuous source-drain diode current
TC = 25 °C

IS
59.7

TA = 25 °C 4.5 b, c

Single pulse avalanche current
L = 0.1 mH

IAS 25
Single pulse avalanche energy EAS 31.2 mJ

Maximum power dissipation

TC = 25 °C

PD

65.7

W
TC = 70 °C 42
TA = 25 °C 5 b, c

TA = 70 °C 3.2 b, c

Operating junction and storage temperature range TJ, Tstg  -55 to +150
°C

Soldering recommendations (peak temperature) c 260

THERMAL RESISTANCE RATINGS
PARAMETER SYMBOL TYPICAL MAXIMUM UNIT

Maximum junction-to-ambient b t  10 s RthJA 20 25
°C/W

Maximum junction-to-case (drain) Steady state RthJC 1.5 1.9

60V NチャネルMOSFET
『SiSS22DN』
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